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Constantes Fisicas
kg=1,38x 107 J/K, e=1,6 x 10" C, kgT/e = 26 mV (a temperatura
ambiente), €, = 8,85 x 10"° F/m, h=6,62 x 10°* J.s, my=9,1 x 10”" kg

Tabela de Dados de Semicondutores Importantes

Grandeza (a T = 300 K) Ge Si Ga As
Energia de Gap (eV) 0,66 1,12 1,43
Atomos ou moléculas (10%“/cm®) 4,42 5 2,21
Parametro de rede (10°m) 5,658 5,431 5,654
Constante dielétrica (e/<,) 16 11,8 10,9
Concentracdo intrinseca n; (cm™) 2.5x10™ 1,5x10™ 10/
Concentracdo efetiva N, (cm™) 1,04x10"™ | 2,8x10" 4,7x10"
Concentracao efetiva N, (cm™) 6,1x10"® | 1,02x10™ 7x10'®
Mobilidade de elétrons (cm?/ V.s) 3900 1350 8600
Mobilidade de buracos (cm?/ V.s) 1900 480 400
Coeficiente de Difuséo D, (cm“/s) 100 35 220
Coeficiente de Difusdo D, (cm?/s) 50 12,5 10
Massa efetiva de elétrons (m¢*/m,) 0,12 0,26 0,068
Massa efetiva de elétrons (m.*/m,) 0,55 1,10
Massa efetiva de buracos (my*/m,) 0,23 0,38 0,5
Massa efetiva de buracos (m,*/m,) 0,31 0,56
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